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縦型 GaN トレンチ MOSFET は，高耐圧かつ低損失のパワースイッチングデバイスとして期待

されているが，その実用化に向けてしきい値電圧(VTH)変動の制御が重要な課題となる．我々は前

回，正のゲートバイアスストレス印加による VTH 変動について報告したが，そのとき顕微鏡照明

の白色 LED 光照射でも VTHが変動することを見出した[1]．そこで今回は，光照射に焦点を絞り，

照射光の波長，強度を変えた結果から変動のメカニズムを検討したので報告する． 

 本研究では ALD 成膜 SiO2 80 nm をゲート絶縁膜とした縦型 GaN トレンチ MOSFET を試料と

して用いた．素子構造は文献 2 に報告されたものと同じであり，アクティブエリアは 100 µm角で

ある．MOS界面はゲート電極の陰になっているが，照射光はサブバンドギャップ光であるため周

囲の GaN 露出部から入射し，内部の多重反射で MOS 界面に到達すると考えられる．図 1 に白色

LED 光(149 µW/cm2)による VTH変動を示す．光照射により VTHは低下し，100 秒以上で 0.76 V で

飽和した．その後，白色 LED を OFFにすると VTHはゆっくり回復した．VTHの低下は光照射によ

る界面トラップからの電子放出，VTH の回復は放出された電子が再び界面トラップに捕獲された

ことによると考えられる． 

 次に，436 nm の水銀ランプ光を用い，光照射時の VTHの飽和値の光強度依存性を調べた．図 2

に示すように，光強度を強くすると VTH の飽和値は更に低下した．この結果は，光照射中に界面

トラップから電子が放出されると同時に，界面トラップに電子が再捕獲されることを示唆する． 

 次に，VTH変動の波長依存性を調べた．キセノン分光光源を使用し，800 nm~450 nmの波長の光

を 25 nm刻みで，各波長において 2分間照射した．図 3 に測定結果を示す．さらに，この結果か

ら各波長におけるΔVTHを求め，ΔVTHと波長の関係を図中に示す．ΔVTHは少なくとも 2 つのピ

ークを持つことがわかった． 
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A  Fig. 1．VTH shift after turning on 

and off white LED illumination 

at room temperature (RT).  

A  Fig. 2．Light intensity dependence 

of saturated VTH with mercury 

lamp.  

A  Fig. 3．VTH shift under light 

illumination from 800 to 450 nm  

and its wavelength dependence.  
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